
 

Fig. 1 Vertical nanogap electrode after 

electroless gold plating 
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非対称ナノギャップ電極は、ボトムアッププロセスを用いて分子デバイスなどのナノデバイスを構築

する際に、2 つの金属の仕事関数が異なる点、異なる磁性の金属を用いることができる点、2 つの金

属の反応性の違いを利用できる点などの効果が見込める。さらに、縦型のナノギャップ電極は、素子

サイズを低減できる。我々はこれまでに無電解金メッキ法を用いることで、水平型ナノギャップ電極を

作製し、ギャップ長 5 nm 以下のナノギャップ電極を 90%の収率で作製し 1,2)、単電子トランジスタや

分子デバイスなどのナノデバイスを作製してきた 3-5)。 また、無電解金メッキによりナノギャップ電極

を作製後、橋架け型トップゲート電極を作製し、ナノ粒子をナノギャップ電極間に導入した単電子トラ

ンジスタを作製してきた6)。今回、下部電極をAu、橋架け型上部電極をNi として、無電解金メッキに

より Au と Ni からなる縦型ナノギャップ電極の作製を試みたので報告する。 

Si/SiO2基板上に電子線描画リソグラフィを用いて、下部Au電極、PMMA犠牲層、架橋Ni電極を

作製した。その後、酸素プラズマアッシャーにより PMMA犠牲層を除去した。下部電極と架橋電極の

間の初期ギャップ長は約 40 nm である。そして、無電解金メッキ法を用いて下部 Au 電極を成長させ

た。Fig.1 に無電解金メッキ後の SEM 像を示す。下部電極が鉛直方向へ成長しており、ナノギャップ

の形成が示唆される。 
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